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Recenzja w postepowaniu habilitacyjnym
dra inz. Marcina Franczyka

1. Uwagi wstepne

Formalna podstawg prawng wykonania recenzji osiggni¢cia naukowego (zgodnie z Dz. U.
z 2018 r. poz. 1668 art. 219 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. z p6zn. zm. ,,Prawa
o szkolnictwie wyzszym i nauce”) jest powotanie mnie przez Rade Dyscypliny Automatyka,
Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne Politechniki Warszawskiej w dniu
17 pazdziernika 2023 r. na cztonka komisji w charakterze recenzenta w postepowaniu habilita-
cyjnym dra inz. Marcina Franczyka w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych w dyscypli-
nie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne. Dokumentacje zwigzang
z procedurg habilitacyjng otrzymatem 15 listopada 2023 r. w formie drukowanej i w wersji
elektroniczne) w postaci plikow w formacie pdf, zapisanych na nosniku pamigci USB.

Dokumentacja zawiera:

e List przewodni z dnia 08 listopada 2023 r. Przewodniczacego Rady Dyscypliny Auto-
matyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne prof. dra hab. inz. To-
masza Stareckiego (pismo RPW/46972/2023 N),

e Spis zalgcznikow,

e Zalagcznik 2 — Autoreferat w jezyku polskim,

e Zalagcznik 3 — Wykaz osiggnie¢ naukowych w jezyku polskim,

e Zalagcznik 4 — Kopia dokumentu potwierdzajgcego posiadanie stopnia naukowego dok-
tora,

e Zalgcznik 5 — Os$wiadczenia potwierdzajace udzial w publikacjach z jednotematycznego
cyklu,

e Zalacznik 6 — Kopie dyplomoéw uzyskanych nagrod zespotowych,

e Zalacznik 7 — Zbidr publikacji z jednotematycznego cyklu (tylko w formie elektronicz-
nej),

o Zalacznik 8 — Zbidr udzielonych patentow (pierwsze strony opisow).

2. Sylwetka zawodowa Habilitanta

Habilitant jest absolwentem Wydzialu Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej, gdzie 4 listopada 1999 r. uzyskal dyplom ukonczenia studiéw magisterskich
w specjalnosci aparatura elektroniczna.

Dnia 11 sierpnia 2003 r. Habilitant zostat zatrudniony na stanowisku inzyniera, a od 2008
roku na stanowisku adiunkta w Zaktadzie Szkiet Instytutu Technologii Materiatéw Elektronicz-
nych (ITME). 29 marca 2012 r. Rada Instytutu Technologii Materiatéw Elektronicznych nadata
mu stopien doktora nauk technicznych w zakresie inZzynierii materialowej, w specjalnosci



$wiattowody fotoniczne, po obronie rozprawy doktorskiej pt. ,,Fosforanowe wtdkna fotoniczne
domieszkowane iterbem do zastosowan laserowych”.

Po uzyskaniu stopnia doktora Habilitant kontynuowat pracg w Instytucie Technologii Ma-
terialéw Elektronicznych, ktory w 2019 r., przystgpujac do Sieci Badawczej Lukaszewicz, prze-
mianowany zostal w Lukasiewicz — Instytut Technologii Materialdw Elektronicznych
(L-ITME). Od 2020 r. Habilitant pracuje na stanowisku gtéwnego specjalisty w Lukaszewicz
— Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (L-IMiF) powstalym w wyniku konsolidacji dwoch in-
stytutow Sieci Badawczej Lukaszewicz: Lukasiewicz — Instytut Technologii Materiatéw Elek-
tronicznych (L-ITME) i Lukasiewicz — Instytut Technologii Elektronowej (L-ITE), najpierw
w Grupie Badawczej Materiaty Fotoniczne, a od 2023 r. w Grupie Badawczej Technologie
i Systemy Swiattowodowe i Kwantowe.

3. Ocena dorobku naukowego, projektowego, konstrukcyjnego i technologicznego

Glownym obszarem naukowych zainteresowan dra inz. Marcina Franczyka sg badania do-
tyczace laserow §wiattowodowych, a w szczegolnoscei laseréw jednomodowych zbudowanych
na bazie domieszkowanych $§wiattowodow fosforanowych lub krzemionkowych — w tym do-
mieszkowanych $wiattowodow fotonicznych (ang. Photonic Crystal Fibres) 1 nanostrukturyzo-
wanych. Osiggniecia z tego obszaru s przedmiotem oceny przedstawionego dorobku w poste-
powaniu habilitacyjnym.

3.1. Ocena cyklu powigzanych tematycznie artykuiow naukowych opublikowanych
w czasopismach naukowych

Jako osiggnigcie naukowe w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ,,Prawo o szkolnictwie
wyzszym” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z p6ézn. zm.) — art. 219 ust. 1 pkt. 2 lit. b) Habilitant
przedstawit cykl powigzanych tematycznie artykutéw naukowych opublikowanych w czasopi-
smach naukowych zatytutlowany:

., Sposoby ksztaltowania wiasciwosci generacyjnych jednomodowych laseréw
swiattowodowych”

Cykl ten zawiera:

[MF-1] M. Franczyk, P. Stepien, D. Pysz, . Kujawa, R. Buczynski: Phosphate Yb** photo-
nic crystal fiber single-mode laser with enormous high pump absorption. Laser
Physics Letters, Vol. 11, 085104, pp. 1-4 (2014), https://doi.org/10.1088/1612-
2011/11/8/085104 (IF: 2,458, MNiSW: 50 (MEiIN: 70)).

[MF-2] M. Franczyk, R. Stgpien, B. Piechal, D. Pysz, K. Stawicki, B. Siwicki, R.
Buczynski: High efficiency Yb>" doped phosphate single-mode fiber laser. Laser
Physics Letters, Vol. 14, 105102, pp. 1-4 (2017), https://doi.org/10.1088/1612-
202X/aa7d39 (IF: 2,235, MNiSW: 50 (MEiN: 70)).

[MF-3] M. Franezyk, K. Stawicki, J. Lisowska, D. Michalik, A. Filipkowski, R. Buczynski:
Numerical studies on large mode area fibers with nanostructured core for fiber la-
sers. Journal of Lightwave Technology, Vol. 36, No. 23, pp. 5334-5343 (2013),
https://doi.org/10.1109/JLT.2018.2873164 (IF: 4,162, MNiSW: 140 (MEIN: 140)).

[MF-4] M. Franczyk, R. Stepien, A. Filipkowski, D. Pysz, R. Buczynski: Nanostructured
core active fiber based on ytterbium doped phosphate glass. Journal of Lightwave
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Technology, Vol. 37, No. 23, pp. 5885-5891 (2019),
https://doi.org/10.1109/JL.T.2019.2941664 (IF: 4,288, MNiSW: 140 (MEIN: 140)).

[MF-5] M. Franczyk, D. Pysz, P. Pucko, D. Michalik, M. Bidu§, M. Dtubek, R. Buczynski:
Yb** doped silica nanostructured core fiber laser. Optics Express, Vol. 27, No. 24,
pp. 35108-35119 (2019), https://doi.org/10.1364/0OE.27.035108 (IF: 3,669,
MNiISW: 140 (MEIN: 140)).

[MF-6] M. Franczyk, T. Stefaniuk, A. Anuszkiewicz, R. Kasztelanic, D. Pysz, A. Filipkow-
ski, T. Osuch, R. Buczynski: Nanostructured active and photosensitive silica glass
for fiber lasers with built-in Bragg gratings. Optics Express, Vol. 29, No. 7, pp.
10659-10675 (2021), https://doi.org/10.1364/0OE.413433 (IF: 3,833, MNiSW: 140
(MEIN: 140)).

[MF-7] A. Anuszkiewicz, M. Franczyk, D. Pysz, F. Wlodarczyk, A. Filipkowski,

R. Buczynski, T. Osuch: Nanostructured Large Mode Area Fiber for Laser Applica-
tions. Journal of Lightwave Technology, Vol. 40, No. 12, pp. 3947-3953, (2022),
https://10.1109/J1.T.2022.3149978 (IF: 4,142, MNiSW: 140 (MEIiN: 140)).

[MF-8] M. Franczyk, D. Pysz, R. Stepien, J. Cimek, R. Kasztelanic, F. L. Chen,

M. Klimcezak, L. Zhao, 1. Kasik, P. Peterka, R. Buczynski: Dual Band Active
Nanostructured Core Fiber for Two-Color Fiber Laser Operation. Journal of Light-
wave Technology, Vol. 40, No. 21, pp. 7180-7190 (2022),
https://10.1109/J1.T.2022.3199581 (IF: 4,142, MNiSW: 140 (MEIiN: 140)).

Ocena bibliometryczna cvklu artkutéw

Na cykl artykutow sktada si¢ osiem publikacji z lat 2014-2022 opublikowanych w czaso-
pismach z listy Journal Citation Reports (JCR), ktérych impact factor (IF) zawiera si¢ w prze-
dziale od 2,232 do 4,288 (w tym cztery o [F>4,0). Sumaryczny IF przedstawionych prac wynosi
28,929, a sumaryczna liczba punktéw MEIN wynosi 980. Wszystkie publikacje majg po wielu
wspotautoréw (od pigciu do jedenastu), jednak w siedmiu publikacjach Habilitant jest pierw-
szym wspolautorem, a w jednym — drugim wspotautorem. Z o$wiadczen Habilitanta wynika,
ze jego udzial jest wiodacy (tj. 50% lub wigkszy) w 4 artykutach cyklu, w pozostatych udziat
ten wynosi od 25% do 40%.

Z bibliometrycznego nunktu widzenia dorobek ten jest znaczacy.

Ocena merytoryczna osiggnieé naukowych opisanych w cyklu artykutdéw

Przedstawiony przez Habilitanta cykl powigzanych tematycznie artykutéw naukowych
opublikowanych w czasopismach naukowych dotyczy jego osiagnig¢ w dziedzinie automatyki,
elektroniki, elektrotechniki i technologii kosmicznych w zakresie badan nad wytwarzaniem
swiattowodow wioknistych na potrzeby laserow swiattowodowych. Lasery takie wykorzystujg
swiattowody aktywne. Najczgsciej sg to Swiattowody dwuplaszczowe (zwlaszcza w laserach
swiattowodowych duzej mocy) wykonane ze szkta krzemionkowego. Dla promieniowania ge-
nerowanego przez laser falowodem jest rdzen §wiattowodu oraz ptaszcz wewnetrzny, natomiast
dla promieniowania pompy rdzen falowodu stanowi ptaszcz wewngtrzny wraz z rdzeniem $wia-
ttowodu, natomiast ptaszczem jest ptaszcz zewngtrzny $wiattowodu. Falowod dla promienio-
wania generowanego moze prowadzi¢ jeden lub wiele modow poprzecznych. Czasem falowdd
ten jest kilkumodowy, w ktéorym prace jednomodowg lasera uzyskuje si¢ poprzez usunigcie
moddéw wyzszego rzedu poprzez zgigcie swiatlowodu ($wiattowdd moze by¢ nawinigty na
szpulg, ktéra w laserach duzej mocy stanowi uktad odprowadzania ciepta). Kluczowym
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procesem w laserach §wiattowodowych jest wzbudzanie promieniowaniem pompy aktywnego
(domieszkowanego) rdzenia falowodu dla promieniowania generowanego przez laser. W §wia-
ttowodach o symetrii kotowej istotnym (zwtlaszcza dla jednomodowych laseréw swiattowodo-
wych) problemem jest to, ze dla czgsci moddéw wyzszego rz¢du promieniowania pompy niosa-
cych znaczng czg$¢ energii ich natgzenie promieniowania blisko osi §wiattowodu jest bardzo
mate (Habilitant nazywa te mody ,,tzw. modami kotowymi”), co powoduje, ze w procesie po-
budzenia aktywnego rdzenia §wiattowodu przez energi¢ niesiong przez te mody mamy bardzo
matg sprawnos$¢ swiattowodu aktywnego w przeliczeniu na jednostke dtugosci $wiattowodu.
Aby ten problem rozwigzac, stosuje si¢ inne niz kotowe ksztalty ptaszcza zewngtrznego (za-
chowujac symetri¢ kotowa rdzenia), np. typu D, o ksztalcie prostokatnym, o§miokatnym lub
ksztalcie gwiazdy.

Przedmiotem zainteresowania Habilitanta jest wytwarzanie $wiattowodéw dla jednomodo-
wych laserow $wiattowodowych. Bardzo waznym parametrem tych laserdw jest poprzeczny
rozklad natgzenia promieniowania generowanego przez takie lasery — np. §rednica wiazki, kat
rozbieznosci c¢zy ksztatt profilu rozktadu natezenia wigzki w kierunku poprzecznym. Zazwy-
czaj najczesciej pozadanym profilem jest profil opisywany funkcja Gaussa. Wigzki o takim
rozkladzie (nazywane wigzkami gaussowskimi) majg najwigksze natgzenie na osi wiazki,
a samo natezenie asymptotycznie spada (zgodnie z funkcjg Gaussa) do zera w miare oddalania
si¢ od osi. Dla wigzek gaussowskich przy danej srednicy wigzki w najwezszym miejscu
(w przewgzeniu wigzki) mamy najmniejszy kat rozbieznosci wigzki — wigzki o innym profilu
majg ten kat wigkszy. Przyjeto sie definiowac jakos¢ wigzki generowanego promieniowania
parametrem M2, ktéry dla wigzki gaussowskiej wynosi jeden. Parametr M? danej wigzki méwi
nam, ile razy kat rozbieznosci wiazki jest wigkszy od kata rozbieznosci wigzki gaussowskiej
o tej samej $rednicy przewezenia i tej samej dlugosci fali. Parametr M? dla wigzek pochodza-
cych z laserow jednomodowych najczesciej jest mniejszy od 1,2 — dla laserdw o bardzo dobrej
jakosci wiazki parametr ten wynosi okoto 1,1 lub mniej. Dla najlepszych laseréw $wiattowo-
dowych dost¢pnych na rynku parametr ten moze by¢ mniejszy od 1,05. Osiagnigcie tak matych
wartoéci parametrow M? dla laserow $wiattowodowych jest trudne nie tylko ze wzgledu na
niedoktadnog$ci wykonania powierzchni czotowej $wiattowodu, z ktérego wychodzi wigzka, ale
réwniez z tego, ze rozklad natg¢zenia promieniowania modu podstawowego propagowanego
w $wiatlowodzie zalezy od profilu wspotezynnika zatamania §wiattowodu i najczesciej odbiega
od rozktadu opisywanego funkcja Gaussa — np. rozktad nat¢zenia pola w jednomodowym $wia-
ttowodzie o prostokatnym profilu wspoélczynnika zalamania $wiatta jest opisywany funkcja
Bessela pierwszego rodzaju rzgdu zerowego (funkcja Jo(x)) w rdzeniu i zmodyfikowang funk-
cja Bessela drugiego rodzaju rzedu zerowego (funkcja Ko(x)) w ptaszczu. Nalezy tez zaznaczy¢,
ze od profilu tego zalezy rowniez (przy danej dlugosci fali i réznicy wspdtczynnika zatamania
mig¢dzy rdzeniem a ptaszczem) warunek na maksymalng srednice rdzenia oraz $rednice pola
modu podstawowego, dla ktorej swiattowdd spetnia warunki propagacji jednomodowej. Aby
uzyskac wigzki o jak najlepszym wspotczynniku jako$ci wigzki, Habilitant postanowit przeba-
da¢ $wiattowody aktywne o réznych profilach wspotczynnika zatamania $wiatta oraz $wiatlo-
wody fotoniczne o réznej budowie. W badaniach nad aktywnymi $wiattowodami jednomodo-
wymi Habilitant wykorzystywat §wiattowody wykonane z powszechnie stosowanego mate-
riatu, jakim jest domieszkowane szkto krzemionkowe, oraz §wiattowody wykonane z domiesz-
kowanego szkta fosforanowego.

=
- D



Kluczowym aspektem, nad ktérym skupit si¢ Habilitant w swoich badaniach, byto zastoso-
wanie nowej koncepcji, jaka jest nanostrukturyzacja $wiattowodu, co pozwolito Habilitantowi
wykonywaé swiattowody o roznych rozktadach domieszek, np. $wiattowoddéw o profilach
wspolczynnika zatamania rdzenia odmiennych od skokowego, inng metoda niz powszechnie
stosowana metoda chemicznego osadzania z fazy gazowej (metodg CVD — od ang. chemical
vapour deposition). W koncepcji nanostrukturyzacji rdzen $wiatlowodu jest zbudowany
z dwoch lub wigceej typow szklanych nanopretow, o podfalowych rozmiarach poprzecznych
(mniejszych niz A/5) i r6znych wspdtczynnikach zatamania $wiatta. Dzigki tego typu strukturze
mozna dowolnie ksztattowac¢ rozktad wspotczynnika zatamania poprzez odpowiednig dystry-
bucje nanoprgtdw w nanostrukturyzowanym rdzeniu. Wykorzystanie swiattowoddéw nanostruk-
turyzowanych pozwolito Habilitantowi opracowac tez $wiattowody o bardzo duzej $rednicy
rdzenia z mozliwo$cig zapisu w nich siatki Bragga tradycyjng metoda maski fazowej. Ponadto
wykorzystanie w aktywnym $wiattowodzie nanopretow roznigcych si¢ domieszkowanymi jo-
nami pierwiastkdw ziem rzadkich (np. Yb** w jednym typie nanopretéw oraz Er** i Yb** w dru-
gim typie) pozwolito Habilitantowi zaprojektowac $wiattowod dla lasera pracujgcego na dwadch
dlugosciach fali.

Badanie wlasciwosci generacyjnych laserow swiatlowodowych wytworzonych na bazie swia-
tlowodow wicknistych ze szkla fosforanowego domieszkowanego iterbem

Powszechnie stosowanym §wiattowodem w laserach §wiattowodowych iterbowych jest do-
mieszkowany iterbem $wiattowdd wykonany ze szkta krzemionkowego. W poréwnaniu do
swiatlowodow wykonanych ze szkta fosforanowego $wiattowody wykonane ze szkla krze-
mionkowego charakteryzuja si¢ wigkszg trwatoscig 1 odporno$cig na rézne warunki srodowi-
skowe, co jest istotne — zwlaszcza w zastosowaniach przemystowych, gdzie trwatos¢ i odpor-
nos$¢ sa kluczowe. Ograniczeniem szkta krzemionkowego jest jego mozliwo$¢ domieszkowania
jonami iterbu Yb>" do poziomu okoto 1% masy. Stad dlugo$é aktywnego $wiattowodu wyko-
nanego z tego typu materiatu zastosowanego w laserze s$wiattowodowym najczesciej jest rzgdu
od kilku do kilkunastu metrow (a nawet kilkudziesieciu metrow w wypadku laserow iterbowych
pracujacych w trybie cigglym o bardzo duzej mocy — rzedu kW lub wigkszej).

Szkto fosforanowe moze byé domieszkowane jonami iterbu Yb*" do znacznie wyzszego
poziomu niz szkto krzemionkowe, co pozwala zastosowac w laserach swiattowodowych znacz-
nie krétsze odcinki aktywnego swiattowodu niz w wypadku lasera z aktywnym $wiattowodem
wykonanym ze szkta krzemionkowego. W pracy [MF-1] Habilitant opisat opracowany przez
niego swiattowodd fotoniczny wykonany ze szkta fosforanowego, w ktérym rdzen o $rednicy
30 pm byt domieszkowany jonami iterbu Yb*" do poziomu ponad 18% masy (co odpowiada
stezeniu 6 mol%). Plaszcz wewngtrzny tego Swiatlowodu stanowita struktura fotoniczna
o strukturze heksagonalnej z otworami powietrznymi o $rednicy 3 pm, odleglymi od siebie
o 10 pm. W oparciu o ten swiattowod wykonany zostat jednomodowy laser $wiattowodowy
wykorzystujacy odcinek tego $wiatlowodu o dtugosci jedynie 6 cm. Uzyskana moc promienio-
wania na wyjsciu lasera wynosita 9 W (przy mocy pompy 34 W 1 sprawnosci rozniczkowe;j
wynoszacej 36,2%; parametr jakosci wigzki M? nie zostat podany), co oznacza, ze w parametr
okreslajagcy moc promieniowania na wyjsciu lasera w przeliczeniu lasera przeliczeni na 1 metr
dhugosci swiattowodu wynosit 150 W/m. W momencie ukazania si¢ publikacji [MF-1] (2014 r.)
warto$¢ tego parametru ta byla najwieksza, jakg uzyskano w wypadku lasera jednomodowego
wykorzystujacego aktywny $wiattowdd wykonany ze szkta fosforanowego. Szacowany wspot-
czynnik absorpcji promieniowania pompy w §wiattowodzie aktywnym wynosit 400 dB/m.



Jeszcze wigkszg moc wigzki laserowej w przeliczeniu na 1 metr dlugos$ci swiattowodu uzy-
skano, wykorzystujac inny opracowany przez Habilitanta $wiattowdd wykonany ze szkta fos-
foranowego, w ktorym rdzen byt domieszkowany jonami iterbu Yb** do tego samego poziomu
co opisany $swiattowdd w pracy [MF-1] (ponad 18% masy) [MF-2]. Byt to Swiatlowod dwu-
ptaszczowy z rdzeniem o skokowym profilu wspo6tczynniku zatamania, o $rednicy 19 um oto-
czonym powietrznym ptaszczem zewnetrznym. Usredniona réznica wspdtczynnika zatamania
rdzenia i ptaszcza wewnetrznego wynosita An = 0,4x1073, W oparciu o ten $wiattowéd wyko-
nany jednomodowy laser swiattowodowy wykorzystujacy odcinek tego swiattowodu o dtugo-
$ci 4 cm uzyskat moc promieniowania na wyjsciu lasera 11,6 W (przy mocy pompy 19,5 W);
parametr jako$ci wigzki M? wynosit 1,08. Oznacza to, ze parametr okreslajgcy moc promienio-
wania na wyjsciu lasera w przeliczeniu na 1 metr dlugosci swiattowodu wynosit 290 W/m.
Szacowany wspotczynnik absorpcji promieniowania pompy w $wiatlowodzie aktywnym wy-
nosit 700 dB/m. Wykonany laser charakteryzowal si¢ bardzo duzg sprawnoscig rézniczkowsg
wynoszacg 66,6%.

Badanie wlasciwosci generacyjnych laseréw swiatlowodowych wytworzonych na bazie swia-
towodow wldknistych z nanostrukturyzowanym rdzeniem

Badaniom wilasciwosci generacyjnych laseréw swiattowodowych wytworzonych na bazie
$wiattowodéw widknistych z nanostrukturyzowanym rdzeniem poswigcone sg prace
[MF-3-MF-8]. Nanostrukturyzacja rdzenia pozwala wytwarza¢ swiattowody o roznych profi-
lach wspotczynnika zatamania $wiatta. Profil ten ma decydujacy wptyw na szereg parametrow
swiattowodu — np. na dyspersje¢, na liczbe propagowanych modow, dlugosci fali odcigcia po-
szczegdlnych modow. W wypadku swiattowoddéw przeznaczonych dla jednomodowych lase-
réw $wiattowodowych rozklad profilu wspdtczynnika zatamania (poza wptywem na parametr
jakosci wigzki M?) ma réwniez wptyw na tak istotne parametry, jak maksymalna $rednica rdze-
nia, dla ktorej w $wiatlowodzie przy danej dlugosci fali moze by¢ propagowany jedynie mod
podstawowy, $rednica pola modu czy tez straty Swiattowodu wynikajace z jego zgigcia (przy
dtuzszych odcinkach aktywnego §wiattowodu w laserach swiattowodowych jest on nawijany
na szpu'¢). Wyniki badan nad ostatnimi dwoma zagadnieniami uzyskane na drodze modelowa-
nia numerycznego Habilitant przedstawit w pracy [MF-3]. Przedmiotem badan byly $wiatto-
wody nanostrukturyzowane, w ktdérych profil wspotczynnika zatamania miat rézne rozktady,
opisywane stalg profilu a. Habilitant przebadat $wiattowody, dla ktorych stata profilu a wyno-
sita oo (profil skokowy), 1 (profil tréjkatny), 2 (profil paraboliczny), 0,5 oraz 4. Na podstawie
uzyskanych wynikéw mozna stwierdzi¢, ze mozliwe sg do wytworzenia $wiattowody nano-
strukturyzowane, w ktdrych dla dtugosci fali 1050 nm moze by¢ propagowany jedynie mod
podstawowy o bardzo duzej powierzchni pola modu wynoszacej 1530 um? przy $rednicy rdze-
nia 110 um, zaktadajgc przy tym, ze Swiattowod jest zgigty (promien zgigcia 0.40-0.42 m), aby
mody wyzszych rzedéw nie mogty by¢ propagowane, lub powierzchni 1170 pm? przy érednicy
rdzenia 70 pm. Szkoda, ze w pracy tej zabrakto wynikéw modelowania rozktadu nat¢zenia
promieniowania w kierunku poprzecznym modu podstawowego i estymacji minimalnej warto-
Sci wspétezynnika jakosci M?, jaka bytaby mozliwa do uzyskania w laserach $wiattowodowych
wykorzystujacych modelowane swiattowody.

Badaniom eksperymentalnym, potwierdzajacych stusznos¢ koncepcji wykonania aktyw-
nego $wiatlowodu z nanostrukturyzowanym rdzeniem, dzigki ktéremu mozna uzyskaé genera-
cj¢ lasera swiattowodowego z duza sprawnoscig, poswiecone sg prace [MF-4] i [MF-5].
W pierwszej pracy przedstawiono opracowang metode wytwarzania preformy
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nanostrukturyzowanego rdzenia wykonanej z nanoprgtow niedomieszkowanych 1 domieszko-
wanych jonami Yb*" ze szkta fosforanowego oraz eksperymentalne potwierdzenie mozliwosci
generacyjnych lasera wykorzystujgcego ten swiattowod (byt to Swiattowod dwuptaszczowym
ze szklanym plaszczem wewnetrznym 1 powietrznym plaszczem zewnetrznym z rdzeniem na-
nostrukturyzowanym o prostokatnym profilu wspotczynnika zatamania i o $rednicy 20 pm, wy-
tworzonym z 11557 nanopretéw domieszkowanych 1 niedomieszkowanych, przy usrednionej
roznicy wspotczynnika zatamania rdzenia i plaszcza wewnetrznego wynoszacej An=0,43x107
— dla tych wartosci, laser wykorzystujacy ten §wiattowdd byt jednomodowy). Zbudowany laser
wykorzystujacy odcinek swiattowodu o dtugosci 17,6 cm miat moc 10,6 W (przy mocy pompy
okoto 19,6 W); parametr jakosci wigzki M? wynosit 1,3. Na podstawie uzyskanych wynikéw
mozna stwierdzi¢, ze pomimo zastosowania dyskretnych obszaréw w rdzeniu §wiattowodu, nie
wprowadzono znaczacych strat, w rezultacie czego sprawnos¢ lasera energetyczna byta zbli-
zona do sprawnosci energetycznej lasera zbudowanego na §wiattowodzie klasycznym. W roz-
wigzaniu opisanym w pracy [MF-5] wykonany $wiattowod byt rowniez swiattowodem dwu-
ptaszczowym z rdzeniem o prostokatnym profilu wspdtczynnika zatamania, tyle ze wykona-
nym ze szkta krzemionkowego, w ktérym do wytworzenia rdzenia o $rednicy 16 um wykorzy-
stano ponad 43 tysigce nanopretow. Plaszcz wewngtrzny byt szklany, a zewngtrzny z polimeru.
Usredniona réznica wspdtczynnika zalamania rdzenia i plaszcza wewngtrznego wynosita
An = 0,57x1073. Maksymalna moc lasera wykorzystujacego odcinek tego $wiattowodu o dhu-
gosci 4,2 m wynosila 3,1 W przy mocy pompy 5,8 W. Sprawnos¢ rézniczkowa wynosita az
61,9%, a $rednica pola modu wynosita 19,7 um. Uzyskano bardzo dobrg jako$¢ wigzki M? —
mniejszg od 1,1. Cho¢ w pracy przedstawiono wyniki badan nad §wiattowodem o prostokatnym
profilu zalamania $wiatta, wspomniano réwniez, ze opracowana metoda wytwarzania §wiatfo-
wodu z nanostrukturyzowanym rdzeniem pozwala na dowolne ksztaltowanie tego profilu, co
w przysztosci pozwoli na opracowanie §wiattowoddw o znacznie wigkszej $rednicy pola modu
przy jednoczesnej redukcji strat wynikajacych ze zgigcia Swiattowodu, opierajac si¢ na rozwa-
caniach teoretycznych zawartych w pracy [MF-3].

Wykonanie siatek Bragga, petnigcych funkcje zwierciadet tworzacych w laserze optyczna
wneke rezonansowg tradycyjng metodg maski fazowej wymaga zastosowania $wiattowoddw
fotoczutych. Swiatlowody ze szkta krzemionkowego uzyskuja te ceche poprzez ich domiesz-
kowanie germanem, ktory powoduje jednoczesnie wzrost wspdtczynnika zatamania szkta. Aby
obnizy¢ warto§¢ wspdtczynnika §wiatta i tym samym umozliwi¢ wytworzenie siatki Bragga
w $wiattowodzie z rdzeniem o duzej srednicy, stosuje si¢ domieszkowanie borem, ktoéry powo-
duje jednoczesnie zwigkszenie thumiennosci $wiattowodu, co ma ujemny wpltyw na sprawnos¢
lasera wykorzystujacego taki swiattowod. Swiattowodom nanostrukturalnym z mozliwoécia
wytworzenia w nich siatek Bragga poswig¢cone sg prace [MF-6] i [MF-7]. W pierwszej pracy
Habilitant przedstawit proces wytwarzania ze szkta krzemionkowego swiattowoddéw dwuptasz-
czowych z ptaszczem wewnetrznym szklanym 1 ptaszczem zewnegtrznym polimerowym z moz-
liwo$cig wytworzenia siatki Bragga z rdzeniem nanostrukturyzowanym o duzej $rednicy
(30 pum). Usredniona roznica wspotczynnika zatamania rdzenia i ptaszcza wewngtrznego wy-
nosita An = 1,82x1072, W procesie tym mozliwe jest wytworzenie zaréwno $wiattowoddw pa-
sywnych, jak i aktywnych. W celu wytworzenia rdzenia swiatlowodu aktywnego z mozliwoscia
implementacji siatki Bragga wykorzystano trzy typy nanopr¢tow: krzemionkowe niedomiesz-
kowane, krzemionkowe domieszkowane germanem i krzemionkowe domieszkowane jonami
Yb*". Wspétczynnik odbicia siatki Bragga dla dtugosci fali 1060,1 nm wynosit 98,5%. Ponadto,
dysponujac szktem krzemionkowym silnie domieszkowanym germanem o $redniej roznicy
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wspdlczynnika zatamania wynoszacym An = 17,9x107° dla 1060 nm w stosunku do szk}a nie-
domieszkowanego, mozemy uzyska¢ material nanostrukturyzowany o dowolnej efektywnej
wartosci wspdtczynnika zatamania z przedziatu pomigdzy warto$ciami szkta domieszkowa-
nego 1 niedomieszkowanego germanem. Wytwarzaniu siatek Bragga w Swiatlowodzie pasyw-
nym wykonanym ze szkta krzemionkowego z rdzeniem nanostrukturyzowanym o duzej $red-
nicy (30 pm) poswiecona jest rowniez praca [MF-7]. Przebadany $wiatlowdd réznit si¢ nieco
od opisanego w pracy [MF-6]. Byl to swiatlowdd dostosowany do wspotpracy z komercyjnym
swiattowodem aktywnym firmy Nufern — typ LMA-YDF-30/250-VIII. W pracy [MF-7] przed-
stawiono wyniki badan, ktoére eksperymentalne potwierdzity mozliwosci dopasowania nano-
strukturyzowanego $wiattowodu wielkordzeniowego do standardowego $wiatlowodu typu
LMA (z ang. large mode area) oraz potwierdzono mozliwosci wytworzenia siatki Bragga me-
todg maski fazowej w §wiattowodzie nanostrukturyzowanym LMA o srednicy rdzenia 30 um
1 0 bardzo niskim $rednim poziomie domieszki germanu (ponizej 1 mol%). Zaprezentowana
w pracach [MF-6] i [MF-7] koncepcja wytwarzania $wiattowodoéw nanostrukturyzowanych
poprzez swobode w ksztaltowaniu profilu wspélczynnika zatamania §wiatta, stwarza podstawy
do projektowania i wytwarzania §wiattowodowych siatek Bragga w $wiattowodach aktywnych
o $rednicach rdzenia wigkszych niz 30 um lub pasywnych, ale dopasowanych w miarg potrzeb,
- do swiatlowodu aktywnego.

Nanostrukturyzacja rdzenia $wiatlowodu aktywnego pozwala wytwarza¢ §wiattowody do-
mieszkowane, w ktorym miejsca o réznym domieszkowaniu sg od siebie przestrzennie odsepa-
rowane. Takie odseparowanie uniemozliwia transfer energii pomi¢dzy réznymi jonami, kté-
rymi domieszkowany jest swiattowod aktywny. Przyktad takiego rozwigzania przedstawiony
zostal w pracy [MF-8]. W pracy tej zostal opisany aktywny §wiattowdd dwuptaszczowy z rdze-
niem nanostrukturyzowanym o $rednicy 15 um (zbudowanym z 6649 nanoprgtéw) i ptaszczem
wewnetrznym wykonanym ze szkta fosforanowego oraz ptaszczem zewnetrznym wykonanym
z polimeru. Rdzen swiatlowodu zostat wykonany z dwdch typdw nanopretéw: jedne nanoprety
byty domieszkowane jonami Yb*" z koncentracja 15,69x10%° Yb**/em? (co odpowiada stgzeniu
6 mol%), a drugie jonami Er** i Yb** z koncentracjg 1,35x10% Er**/cm® i 14,86x10% Yb*/cm?
(co odpowiada stezeniu 0,5, mol% i 5,5 mol%), w ktérych nastepuje efektywny transfer energii
z jondw Yb** do jonéw Er*". Usredniona réznica wspétczynnika zatamania rdzenia i ptaszcza
wewngtrznego wynosita An = 0,85x107%. Odcinek o dhugoséci 14 cm tego $wiattowodu zostat
nastgpnie wykorzystany do budowy jednomodowego lasera swiattowodowego. Laser ten gene-
rowal wigzki na dwoéch dtugosciach fali — pierwsza z moca 0,78 W na dtugosci fali 1040 nm
(przy parametrze jako$ci wigzki M? wynoszacym 1,1) oraz druga z mocg 0,42 W na dlugosci
fali 1534 nm (przy parametrze jakosci wigzki M? wynoszacym 1,3). Moc pompy wynosita
8,7 W (dtugos¢ fali pompy wynosita 973,5 nm). Sprawnos¢ rézniczkowa wynosita 32,8%

Podsumowujac, do najwazniejszych osiagnig¢ Habilitanta mozna zaliczyé:

e opracowanie i wykonanie aktywnego $wiattowodu domieszkowanego jonami Yb** ze
szkta fosforanowego ze zoptymalizowang strukturg dwuptaszczowa, dzieki ktorej uzy-
skano rekordowg warto$¢ sprawnosci rézniczkowej wynoszaca 66,6% w uktadzie la-
serowym opartego na Swiattowodzie ze szkla fosforanowego pompowanym ptasz-
CZOWO;

¢ pokazanie na drodze modelowania mozliwosci wytworzenia $wiattowodéw petno-
szklanych o bardzo duzych powierzchniach pola modu podstawowego (wigkszej od
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1530 pum?) przeznaczonych dla jednomodowych laseréw §wiattowodowych pracuja-
cych na dlugosci fali okoto 1050 nm;

e opracowanie i wykonanie $wiatlowodéw aktywnych z nanostrukturyzowanym rdze-
niem oraz eksperymentalne wykazanie mozliwosci budowy jednomodowych laseréw
swiattowodowych o bardzo duzej sprawnosci rozniczkowe;j;

e opracowanie i wykonanie $wiattowodéw z nanostrukturyzowanym rdzeniem o duzej
$rednicy z mozliwoscig wytworzenia w nich siatek Bragga w celu wykonania wneki
rezonansowej lasera wykorzystujacego te Swiattowody;

e potwierdzenie eksperymentalne koncepcji $wiattowodoéw aktywnych z nanostruktury-
zowanym rdzeniem, domieszkowanych r6znymi jonami pierwiastkéw ziem rzadkich
przeznaczonych dla laserow generujacych dwie dtugosci fali.

Przedstawione osiggniecia naukowe przedstawione w cyklu powigzanych tematycznie ar-
tykutow naukowych mozna uznad, ze stanowia znaczacy wklad w rozwdéj dyscypliny nau-
kowej automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne w mysl Ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. ,,Prawo o szkolnictwie wyzszym” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z p6zn.
zm.) —art. 219 ust. 1 pkt. 2 lit. b).

3.2. Ocena pozostatego dorobku naukowego, projektowego, konstrukcyjnego lub technolo-
gicznego

Poza 8 artykutami wchodzacymi w sktad cyklu publikacji przedstawionego w punkcie 3.1,
Habilitant jest autorem lub wspdtautorem 12 innych publikacji opublikowanych w czasopi-
smach naukowych, w tym 8 po uzyskaniu stopnia doktora. Wérdd nich jest 10 artykutow, ktore
zostaty opublikowane w czasopismach bedacych obecnie na liScie Journal Citation Reports
(3 przed uzyskaniem stopnia doktora — w Laser Physics Letters, w Journal of the European
Optical Society-Rapid Publication i w Opto-Electronics Review, oraz 8 po uzyskaniu stopnia
do!:tora — w Optics Express, w Laser Physics Letters, 2 w Photonics Letters of Poland, w Opti-
cal Fiber Technology i w Materials). Ponadto Habilitant jest wspdtautorem 26 prezentacji na
konferencjach migdzynarodowych, w tym 21 prezentacji po uzyskaniu stopnia doktora, oraz 10
prezentacji na konferencjach krajowych, w tym 6 prezentacji po uzyskaniu stopnia doktora.
Artykuly i prezentacje zawierajg naukowe osiggni¢cia Habilitanta z elektroniki — w wigkszoS$ci
ze $wiattowodow fotonicznych lub nanostrukturyzowanych oraz z laserow $wiattowodowych.
Habilitant nie jest autorem lub wspdtautorem monografii naukowych lub rozdziatéw w mono-
grafiach naukowych. Pelny wykaz powyzszych artykutéw oraz wystapien konferencyjnych zo-
stal zamieszczony w ,,Wykazie osiggni¢¢ naukowych albo artystycznych, stanowigcych
znaczny wktad w rozwoj okreslonej dyscypliny” zamieszczonym w Zatgczniku 3 do wniosku
0 wszczecie postepowania habilitacyjnego.

Ogolny dorobek bibliometryczny Habilitanta w zakresie cytowan wynosi: 240 (w tym 205
bez autocytowan), wg bazy Web of Science, 280 (240) wg bazy Scopus oraz 357 wg bazy
Google Scholar. Index Hirscha wynosi 8 wg bazy Web of Science, 9 wg bazy Scopus oraz 10
wg bazy Google Scholar.

Habilitant jest takze wspotautorem 2 patentéw mig¢dzynarodowych (Zatacznik 3: [II1.3.1]
1 [II1.3.2]) oraz | krajowego (Zatacznik 3: [II1.3.3]), a takze wspotautorem 1 zgloszenia paten-
towego UE (Zatacznik 3: [I11.3.4]).
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Do pozostatego dorobku naukowego Habilitanta nalezy zaliczy¢ udziat w charakterze kie-
rownika projektu finansowanego w drodze konkursu Komitetu Badan Naukowych (Grant nr
N N507 434334: ,,Fotoniczne widkno laserowe typu double-clad domieszkowane Yb>" ze szkta
metafosforanowego”) oraz wykonawcy w 7 projektach finansowanych w drodze konkursow:
Narodowego Centrum Nauki (Grant 2020/39/1/ST7/02143: “Novel nanostructured optical fi-
bers for fiber lasers operating at dual wavelengths™), Unii Europejskiej — Horizon 2020 (Grant
Agreement No.101016665: “One-Stop-Shop Open Access to Photonics Innovation Support for
a Digital Europe “PhotonHubEurope” European Union’s Horizon 2020 research and innovation
program”, 2020-ICT-2017-1, Grant no. 779472: “Accelerating Photonics Innovation for
SME’s: a one-stop-shop-incubator - ACTPHAST4.0” oraz Grant agreement ID: 722380: “Su-
percontinuum broadband light sources covering UV to IR applications — SUPUVIR?”), Dotacji
2021 — Transformacja cyfrowa: Doskonalos¢ Naukowa (,Nanostrukturyzowane wtdkna lase-
rowe”), Fundacji na Rzecz Nauki Polskie;j (FNP TEAM-TECH 2016 -1/1, Grant no.
0123/1/2016: “Nanostructured microoptical components towards new functionalities and ap-
plications”), Narodowego Centrum Badan i Rozwoju (Project no. DOB-1-6/1/PS/2014: , Lase-
rowe systemy broni skierowanej energii, laserowe systemy broni niesmierciono$nej”). Habili-
tant byl takze kierownikiem projektu w 7 grantach finansowanych przez Instytut Technologii
Materialow Elektronicznych oraz w 1 grancie finansowanym przez fLukasiewicz — Instytut Tech-
nologii Materialow Elektronicznych.

Przedstawione osiggnigcia pozostalego dorobku naukowego sg istotne.
4. Ocena aktywnoS$ci naukowe;j

Do osiggnigc¢ dotyczacych aktywnosci naukowej Habilitanta realizowanej we wspotpracy
z uczelniami i instytucjami naukowymi poza Instytutem Technologii Materialéw Elektronicz-
nych (ITME), a nastgpnie Lukasiewicz — Instytut Technologii Materialéw Elektronicznych
(L-ITME) i Lukasiewicz — Instytut Technologii Elektronowej (L-ITE) mozna zaliczy¢:

1. diugoterminowy staz naukowy w Centre for Photonics and Photonic Materials (CPPM),
Department of Physics, University of Bath, Bath, United Kingdom w grupie optoelek-
tronicznej prof. P. St. J. Russella w okresie 01.09.1998 r. — 01.06.1999 r., w ramach
ktorego:

1) zajmowat si¢ badaniami nad $wiattowodami fotonicznymi o siatce heksagonalnej
oraz siatce prostokatne;j,

2) przedstawil (jako pierwszy wspétautor) wyniki przeprowadzonych badan nad pola-
ryzacyjnymi $wiatlowodami krystalicznymi o strukturze prostokgtnej na konferencji
krajowej (Zatacznik 3, [I1.7.11]), a nastgpnie opublikowat w Proceedings of SPIE
(Zatacznik 3: [I1. 4.27));

2. wspolprace od kwietnia 2021 r. z Institute of Photonics and Electronics, The Czech
Academy of Science, Prague, Czech Republic, z grupa optoelektroniczng Dr. Pavla Pe-
terki w ramach ktorej:

1) odbyt krétkoterminowy staz naukowy w dniach 29.05-03.06.2022 r., podczas kto-
rego zajmowat si¢ charakteryzacja lasera pracujacego na dwoch dhugosciach fali
w réznych pasmach emisyjnych,

2) uczestniczyl jako wykonawca w migdzynarodowym projekcie bilateralnym “Novel
nanostructured optical fibers for fiber lasers operating at dual wavelengths” Grant No
2020/39/1/ST7/02143, kierowanym przez prof. R. Buczynskiego i dr Ivan Kasika,
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3) opublikowat jako wspotautor wyniki badan z w/w grantu w dwoch czasopismach
naukowych z listy JCR (w Journal of Lightwave Technology ((MF-8]) oraz w Optics
Express {"atgcznik 3: [11.4.1]),

4) przedstawit jako wspotautor wyniki badan z w/w grantu na o$miu miedzynarodo-
wych wystapieniach; sze$¢ z nich zostato opublikowane w materiatach pokonferen-
cyjnych (Zatacznik 3: [11.7,1-2], [11.7.16-21]), z czego pig¢ w Proceedings of SPIE
(Zatacznik 3: [11.4.13-17]) oraz jeden w Laser Congress 2021, Advanced Solid State
Lasers Conferences, OSA Technical Digest (Zatacznik 3: [11.4.18]);

. wspolprace od 1.10.2017 r. z Wydziatlem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w ra-

mach ktére;j:

1) prowadzit prace badawcze dotyczace charakteryzacji wiasciwosci propagacyjnych
oraz generacyjnych swiattowodow nanostrukturyzowanych,

2) opublikowat jako wspétautor wyniki wspdlnie prowadzonych badan w szesciu cza-
sopismach naukowych z listy JCR, z czego w czterech w Journal of Lightwave Tech-
nology ([MF-3], [MF-4], [MF-7] i [MF-8]), dwa w Optics Express ([MF-5] i [MF-
6]),

3) przedstawit jako pierwszy wspotautor wyniki wspolnie prowadzonych badan na sied-
miu konferencjach miedzynarodowych (Zatacznik 3: [11.7.1], [IL.7.2], [I1.7.4],
[11.7.5] 1 [I1.7-9]) oraz dwéch krajowych (Zatgeznik 3: [11.7.3] 1 [11.7.6]);

. wspolprace z Zakladem Mikrosystemdw i Systemow Pomiarowych Instytutu Systemow

Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki War-

szawskiej w okresie maj 2018 r. — czerwiec 2022 r., w ramach ktore;j:

1) wspoélpraca ta prowadzona byta w zakresie zapisywania siatek Bragga w §wiattlowo-
dach pasywnych z nanostrukturyzowanym rdzeniem, w aktywnych §wiattowodach
fotoczutych oraz w $wiattowodach nanostrukturyzowanych typu LMA do zastoso-
wan w laserach duzych mocy,

2) opublikowat jako wspdtautor wyniki badan w dwoch czasopismach naukowych z li-
sty JCR: w Optics Express ([MF-6]) oraz w Journal of Lightwave Technology
(IME-T)),

3) przedstawil jako wspdtautor wyniki wspdlnie prowadzonych badan w szesciu wysta-
pieniach na trzech migdzynarodowych konferencjach (Zatacznik 3: [I1.7.3-6],
[I1.7.18] 1 [I1.7.23]);

. wspolprace z Instytutem Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w okresie

czerwiec 2008 r. — maj 2015 r. oraz maj 2015 r. — grudzien 2021 r., w ramach ktorej:

1) opracowat fosforanowe $§wiattowody fotoniczne domieszkowane iterbem do zasto-
sowan laserowych,

2) opublikowatl jako wspotautor wyniki badan nad tymi $wiattowodami w czasopi$mie
naukowym z listy JCR: w Opto-Electronics Review (Zatacznik 3: [11.4.12]),

3) przedstawit jako pierwszy wspotautor wyniki badan nad tymi $wiattowodami na
dwéch migdzynarodowych konferencjach (Zatgcznik 3: [11.7.10] 1 [11.7.12]),

4) uczestniczyt w latach 2015-2021 jako wykonawca w projekcie na rzecz bezpieczen-
stwa i obronnosci panstwa ,,Laserowe Systemy Broni Skierowanej Energii, Laserowe
Systemy Broni Nie$mierciono$nej”,

5) opublikowat jako pierwszy wspdtautor wyniki badan z tego projektu w dwdch cza-
sopismach naukowych listy JCR: w Laser Physics Letters (Zatacznik 3: [11.4.2]) oraz
w Photonics Letters of Poland (Zatacznik 3: [11.4.3]).
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Do aktywnosci naukowej Habilitanta mozna réwniez zaliczy¢:

1. cztonkostwo w latach 2012— 2018 w Optical Society of America (OSA)
2. recenzje 14 artykutéw naukowych, w tym 12 do czasopismach z listy JCR.

Biorgc pod uwagg dtugoterminowy staz naukowy w Centre for Photonics and Photonic Ma-
terials, wspotprace naukowsg z Institute of Photonics and Electronics, The Czech Academy of
Science, Prague, Czech Republic, z Wydziatem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, z Insty-
tutem Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej i z Zaktadem Mikrosystemoéw 1 Sys-
temow Pomiarowych Instytutu Systeméw Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik
Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz wspdlne publikacje opublikowane z pracow-
nikami tych instytucji naukowych, zdaniem recenzenta Habilitant spelnia kryteria dotyczace
aktywnosci naukowej w mysl Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ,,Prawo o szkolnictwie wyzszym”
(Dz. U. 2018 r. poz. 1668 z p6zn. zm.) — art. 219 ust. 1 pkt. 3.

5. Inne osiggniecia, w tym osiggniecia dydaktyczne i organizacyjne oraz nagrody

Do osiggni¢¢ dydaktycznych Habilitanta mozna zaliczy¢ opieke naukowg nad dwoma stu-
dentami (Piotrem Pucko i Filipem Wtodarczykiem) w charakterze promotora ze strony insty-
tutu zewnetrznego, w ktorych studenci realizowali prace magisterskie. Za prace magisterskg
Pan Piotr Pucko uzyskat ocene¢ bardzo dobra, a jego praca uzyskata wyrdéznienie w XXVIII
Konkursie im. Adama Smolifiskiego. We wspétpracy z Panem Piotrem Pucko zostata opubli-
kowana praca w czasopismie z listy JCR: w Optics Express ((MF-5]) oraz przedstawione 2 pre-
zentacje na konferencjach migdzynarodowych (Zalacznik 3: [I1.7.4] i [I1.7.26]). Za prac¢ ma-
gisterskg Pan Filip Wtodarczyk uzyskal réwniez oceng bardzo dobra. Zostat on rowniez finali-
stg XXX Konkursu im. Adama Smolinskiego na najlepsze prace dyplomowe z zakresu optoe-
lektroniki. We wspdtpracy z Panem Filipem Wiodarczykiem zostaty opublikowane dwa arty-
kuty w czasopismach JCR: w Journal of Lightwave Technology ([MF-7]) oraz w Photonics
Letters of Poland (Zatacznik 3: [11.4.3]), a takze przedstawiona prezentacja na konferencji mig-
dzynarodowej (Zatacznik 3: [I1.7.18]).

Habilitant petnit rowniez funkcje opiekuna naukowego nad doktorantem Kamilem Stawic-
kim, uczestnikiem studiéw III stopnia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. We
wspotpracy z doktorantem zostaly opublikowane dwa artykuty w czasopismach z listy JCR:
w Laser Physics Letters ((MF-2]) oraz w Journal of Lightwave Technology (|[MF-3]).

Do osiagni¢¢ dydaktycznych Habilitanta mozna réwniez zaliczy¢ prowadzenie szkolenia
w 2018 r. dla grupy migdzynarodowej (okoto 20 0sdb) dotyczacego procesu technologicznego
wytwarzania swiattowodow fotonicznych w ramach ,,First Workshop on Photonic Crystal Fiber
Technology for Ultrafast Optics” w Instytucie Technologii Materiatow Elektronicznych
w Warszawie, dwdch szkolen w latach 2018 i 2019 dotyczacych sposobu wytwarzania $wiatto-
wodow widknistych dla grupy okoto 30 osdb — studentow Wydziatu Inzynierii Materiatowe;j
Politechniki Warszawskiej w Instytucie Technologii Materiatlow Elektronicznych w Warsza-
wie, przygotowanie i wygloszenie wyktadu (on-line) w 2021 r. pt. , Swiattowody specjalne —
technologia i zastosowania” dla studentéw Wydziatu Inzynierii Materialowej Politechniki War-
szawskiej oraz przygotowanie warsztatow w 2021 r. pt. ,,Swiatiowody fotoniczne i nanostruk-
turyzowane — metody wytwarzania 1 zastosowanie” dla studentow Wydziatu Inzynierii Mate-
riatowej Politechniki Warszawskiej w Instytucie Mikroelektroniki i Fotoniki w Warszawie.
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Podsumowujac, osiagnig¢cia dydaktyczne Habilitanta sa bardzo skromne, co wynika
z charakteru jego dotychczasowej pracy — Habilitant zatrudniony jest w instytucie naukowym,
a nie na uczelni wyzszej. Mimo tego nalezy podkresli¢, ze i na tym polu wykazal si¢ duzym
zaangazowaniem i talentem, czego potwierdzeniem jest to, ze obaj studenci, ktorych Habili-
tant byt promotorem ze strony instytutu zewngtrznego, zrealizowali swoje prace magisterskie
z wynikiem bardzo dobrym oraz to, ze obie prace wzigty udzial w Konkursie im. Adama Smo-
linskiego na najlepsze prace dyplomowe z zakresu optoelektroniki, z ktorych jedna zostata wy-
rézniona. O zaangazowaniu Habilitanta w proces dydaktyczny swiadczy rowniez to, ze prowa-
dzit szkolenia oraz wyktad dla studentéw Politechniki Warszawskiej zwigzany z wytwarzaniem
$wiattowodow fotonicznych.

Do osiggnigc¢ organizacyjnych Habilitanta mozna zaliczy¢ czynny udziat w przygotowaniu
wnioskéw o granty krajowe i migdzynarodowe, w tym do Komitetu Badan Naukowych, w wy-
niku czego uzyskal finansowanie na grant nr N N507 434334, w ktorym zostat kierownikiem
projektu. Habilitant uczestniczyt w przygotowaniu merytorycznym wnioskow o dotacje na in-
westycje Instytutu Mikroelektroniki 1 Fotoniki pt. ,,Rozbudowa wiezy $wiattowodowej o ele-
menty do wytwarzania $wiattowodow nanostrukturyzowanych” (IA/SN/490007/2021) oraz
~Budowa stanowiska do wytwarzania elementéw mikrostrukturalnych do zastosowan biome-
dycznych” (IA/SN/490008/2021), z ktérych ten pierwszy otrzymat finansowanie ok. 2,7 mi-
liona ztotych w latach 2021-2022.

Habilitant ma réwniez osiggnigcia dotyczace popularyzacji nauki w postaci wygtoszonych
seminariow i prezentacji skierowanych do przemystu.

Za swoja dzialalno$¢ naukowg Habilitant uzyskat nagrody zespotowe: w 2018 r. Ztoty Me-
dal na Miedzynarodowej Wystawie Wynalazkéw organizowanej przez Stowarzyszenie Pol-
skich Wynalazcéw 1 Racjonalizatorow — IWIS 2018 za zgloszenie pt. “Nanostructured core
optical fibre”, oraz w 2021 r. Nagrod¢ Ministra Edukacji i Nauki w zakresie dzialalnosci nau-
kowej za osiggniecie pt.: ,,Swiattowody nanostrukturalne — ksztattowanie wiasciwosci propa-
gacyjnych poprzez zastosowanie nanotechnologii”. Ponadto w 2020 r. Habilitant uzyskat
II miejsce w 7. Edycji Konkursu EUREKA! DGP - ODKRYWAMY POLSKIE WYNALAZKI
organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna za wynalazki ,,Sposéb wytwarzania $wiatto-
wodu aktywnego i §wiattowdd aktywny” P.419944 (UPRP), “Method of Manufacturing an Ac-
tive Optical Fibre and the Active Optical Fibre” USPTO 10,132,993 (20.11.2018) 1 EU 3339261
(29.01.2020). Habilitantowi zostato rowniez przyznane w drodze konkursu stypendium Funda-
cja na Rzecz Nauki Polskiej w Instytucie Technologii Materiatdéw Elektronicznych, TEAM
TECH /2016-1/1. W 1999 r. uzyskal tez Nagroda III stopnia, im. prof. Adama Smolinskiego
Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich za najlepsza pracg magisterska w zakresie optoelektro-
niki.

6. Konkluzja

Biorgc pod uwage posiadany stopien doktora, pozytywng oceng przedstawionego wyzej do-
robku naukowego oraz aktywnosci naukowej, stwierdzam, ze dr inz. Marcin Franczyk spelnia
wszystkie wymagania Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ,,Prawo o szkolnictwie wyzszym” (Dz.
U. 2018 r. poz. 1668 z p6zn. zm.) do uzyskania stopnia doktora habilitowanego nauk technicz-
nych w dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne. Wnoszg¢
zatem o dopuszczenie dra inz. Marcina Franczyka do dalszych etapéw postgpowania habilita-

cyjnego. i
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